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※概要（Summary ）：

接合装置 SB6e（SUSS Microtech 社製

インチφSi 基板とサファイア基板の接合実験

した結果、シリコン基板とサファイア基板

ることを確認した。

※実験（Experimental）：

接合装置 SB6e（SUSS Microtech 社製

インチφSi 基板とサファイア基板の接合実験

した。

※結果と考察（Results and Discussion

図１に示すようにシリコン基板とサファイア

接合できることを確認した。以下に接合後

真を示す。

図 1 2 インチ基板接合後 光学写真

今後、接合条件の最適化を図り、接合強度等

評価を行っていく予定である。
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